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Zależność szybkości rozpylania jonowego Si, poli-Si i SIO» ed temperatury 
Зависимость скорости распыления поликристаллов Si, SIO; 
и монокристаллического Si от температуры 


Temperature Dependence of Sputtering Velocity of Połycrystal Si 
ami 510, as Well as Single Crystal Si 


WSTĘP 


Jednym .. parametrów wpływających na szybkość rozpylania 
tarczy podczas bombardowania jonowego jest temperatura próbki, Wy- 
daje się, że jej oddziaływanie na współczynnik rozpylania materiałów 
polikrystalicznych do tej pory nie zostało definitywnie określone. Auto 
rzy wielu prac nie zaobserwowali zależności współczynnika rozpyla- 
nia od temperatury [1, 2, 3], inni taką zależność stwierdzili [4, 5, 6]. 
Dla monokryształów (w niektórych przypadkach) zależność współczyr= 
nika rozpylania od temperatury jest bezsporna [6 8, 9] i wiąże się 
z procesem wygrzewania defektów powstających przy bombardowaniu 
tarczy jonami, 

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów szybkości rozpyla- 
nia materiałów polikrystaliczrych poli-Si i Sio, oraz monokryształu Si 
o orientacji €1ll>w zakresie temperatur próbki 20-400°с.* 

Rozpylanie przeprowadzano jonami Ar о energii 500 eV, przy 
gęstości prądu 0,33 LJ aparaturze przedstawionej w pracy (+10: 

ст 
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Konstrukcja kolektora umożliwiała podgrzewanie próbek podczas roze 
pylania w zakresie temperatur od 20-4009 С (гус. 1). Pomiar tem- 


peratury przeprowadzano za pomocą termistora. 
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Spirala grzena 


Рус. 1. Konstrukcja kolektora 


Pomiary szybkości rozpylania warstw polikrystalicznych i mo- 
nokrystalicznych przeprowadzono w dwojaki sposób, W pierwszym 
przypadku rozpylanie materiału zachodziło przez dłuższy czas, rzc- 
du 15 min i więcej (ryc. 2). Wyniki pomiarów wskazują tu na brak 
zależności szybkości rozpylania zarówno Si-poli i 5ї0„, jak też Si 
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Ryc. 2. Zależność szybkości rozpylania polikryształu Si i $10. oraz 
monokryształu Si 41112 od temperatury (długi czas rozpyfania) 

411) od temperatury w badanym zakresie temperatur w granicach błę= 

du pomiaru ( 1 10 Ап ). Brak tej zależności dla monokryształu 


= 
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Sł <111 > może być spowodowany albo jednakową szybkością roz- 
pylania warstw amorficznych Si i kryształu o orientacji 41112 (ро- 
dobry wynik zaobserwowano w pracy [9] dla germanu o kierunku 
< TLI ‚ albo temperaturą przejścia (dla której szybkość defektowa- 
nia powierzchni jest równa szybkości rekrystalizacji) i leży powyżej 
zakresu temperatur stosowanych podczas wykonywania niniejszej pra- 
су. 

W drugim przypadku czas rozpylania był krótki, a próbka ро 
każdym rozpylaniu stykała się ponownie z atmosferą. Tego typu pomia- 
ry dokonywane за na przykład przy badaniach koncentracji implanto- 
wanych domieszek w półprzewodnikach metodą badania aktywności ро- 
zostałościowej, W przypadku krótkich czasów rozpylania istotny wpływ 
na szybkość trawienia jonowego może mieć Stan powierzchni próbki 
(adsorbcja gazów), Frzedstawione na ryc. 3 wyniki badań zalożności 


szybkości rozpylania w funkcji czasu potwierdzają powyższe przypusz- 
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Ryc. 3. Zależność szybkości rozpylania Si, Si-poli, 510 w funkcji 
czasu rozpylania 2 


czenie. Dla krótkich czasów rozpylania, rzędu 1 min, szybkość roz— 
pylania 51, Si-poli i 510, jest prawie jednakowa, podczas gdy dla 
dłuższych odcinków czasu rozpylania, rzędu 6 min, аа Si і Si-poli 
jest prawie dwukrotnie większa niż dla SiO. Wyniki te wskazują na 
znaczne zakłócenie procesu rozpylania przez zaadsorbowane gazy. 
Aby sprawdzić, jak w tym przypadku temperatura tarczy wpływa na 
szybkość rozpylania, wykonano pomiary w zakresie temperatur próbie: 
20-4009 С, ustalając czas rozpylania - 3 min. Wyniki pomiarów przej- 
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atawiono na гус. 4. Na jej podstawie można stwierdzić, że temperstu- 
ra próbki ma dość istotny wnływ na szybkość rozpylania. 


Ryc, 4, Zależność szybkości rospylania Si, SiO, ed tempere- 
tury (krótki czas rozpylania = 3 min 


Wzrost szybkości rozpylania w wyższych temperaturach świad 
czy o częściowej desorbcji gazu, Należy tu zaznaczyć, że pomimo 
wygrzewania próbki, jej powierzchnię zawaze będzie pokrywać war- ' 


stwa tlenku, którego szybkość rozpylania jest mniejsza niż czystej 
powierzchni Si. 
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P e SIURE 


В работе представлены результэть изследовени:: зависи- 
мости скорости распыления поликристаллических иатеризлев Sh, 
SiO, и конокристаллическсго Si OT т0:'-ерэтурн. L исоледозан- 
ном диапазоне те:ператур 20-.000с не обнаружено влиячия Tene- 
ратуры на скорость распыления голи- и конокризталлических ма- 
териалов. Была исследовеня также 39Bi:0502TB скорости распыле- 
ния образпа от TENIEDSTYDH в ол”чае, когдз олох эдзорбирован- 
HEX гззов кодет иметь решзющее значение, то ёсть в злучэе, 
коротких вреген распилерия (горядка © ин.) B этом случае для 
всех иссле зованых зистем набледалось заметчое увеличение CKO- 
рости распылечия с увеличение“ тенлерэтуры, что звязано с час- 
тичной десорбцией газов в повышечних теклературах. 


SUMMARY 


The irrvestigaticnu of temperature dependence on sputtering 
velocity of połycrysta! Si and SiO, as well as monocrystal Si <111) 
are presented in the paper, 

The temperature influence оп the sputtering velocity has not 
been found for połycrystałi and menocrystai material, in the temperatu- 
re range 20-4000С, The investigations of temperature influence on 
the sputtering velocity were also performed when an absorbed gas 
lmyer played a conaldezubie roie, 1. at a short sputtering time 
(about 2 мт). т this case an increase in the sputtering гаНо has 
been found with a temperature increase for ali the measured samples, 
It is connected with а pariy gas desorption at higher temperatures, 
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